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Resumen

Los puntos cudnticos son nanoestructuras cero-dimensionales que, utilizados en
las regiones activas de los dispositivos optoelectrénicos, permiten mejorar la eficiencia,
la estabilidad con la temperatura y la velocidad de éstos gracias al confinamiento de
los portadores en las tres dimensiones del espacio. Por tanto, constituyen una via de

investigacién muy importante en el campo de las comunicaciones 6pticas.

El objetivo de este proyecto ha sido estudiar el efecto que produce afiadir Sb a la capa
que cubre los puntos cuénticos de InAs sobre substrato de GaAs, y asf conseguir una

emision eficienteen 1,3 um y 1,55 pm.

Las muestras de puntos cuanticos fueron crecidas por MBE con distintos contenidos
de Sb. En primer lugar se estudiaron las propiedades dpticas de emision mediante
medidas de fotoluminiscencia en furcién de la temperatura y de la potencia de excitacion,
demostrandose emisién en 1,55 um a temperatura ambiente, una mejora de las propiedades
6pticas de emision y mayor estabilidad con la temperatura. Esto supone importantes
ventajas para la aplicacién de los puntos cudnticos de InAs/GaAsSb en dispositivos, ya

que permite su operacién a temperatura ambiente.

A través de un microscopio AFM se pudo estudiar la estructura de los puntos,
observandose una dependencia del tamafio con el contenido de Sb. Finalmente se realizaron
aleados térmicos con el fin de comprender mejor los fenémenos estructurales que acontecen
al afiadir el Sb.

Se fabricaron dispositivos emisores LED cuya regi6n activa estaba formada por puntos
cudnticos de InAs/GaAsSb y se realizaron medidas de electroluminiscencia en funcién
de la corriente de inyeccion con el fin de caracterizar su comportamiento en funcion del
contenido de Sb. Se demostrd que su utilizacién permite la fabricacién de dispositivos
mis eficientes, con un menor consumo energético gracias a la posibilidad de operar a

corrientes menores, ademas de una mayor estabilidad con la temperatura.
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